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® Sposób wytwarzania kondensatorów półprze
wodnikowych, w układach scalonych polegający na 
wytworzeniu w płytce krzemowej domieszkowanej 
warstwy przewodnikowej o podwyższonej prze
wodności uzyskanej poprzez implantację borem, 
która to warstwa stanowi okładzinę wewnętrzną, 
następnie wygrzewa się tę płytę w temperaturze 
IOOO-1100°C w czasie 10 minut, następnie wytwa
rza się warstwę silnie zdefektowaną pełniącą funk
cję dielektryka uzyskaną poprzez implantację natu
ralnej domieszki, korzystnie neonu, a następnie 
wytwarza się warstwę metalu naniesionego na 
dielektryk, który to metal stanowi okładzinę ze
wnętrzną, a następnie podwójnie implantowaną 
płytkę krzemową domieszkowaną z wytworzonymi 
warstwami wygrzewa się, znamienny tym, że wy
grzewa się impulsowo podwójnie implantowaną 
płytkę krzemową domieszkowaną (1) z wytworzo
nymi warstwami (2,3, 4) w temperaturze 700-800°C 
w czasie od 0,5-1 sekundy, korzystnie l sekundę, 
a następnie poddaje się wygrzewaniu w czasie od 
10-15 minut, korzystnie 15 minut, w temperaturze 
od 300-350°C, korzystnie 350°C. 
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Sposób wytwarzania kondensatorów półprzewodnikowych 

Zastrzeżenie patentowe 

Sposób wytwarzania kondensatorów półprzewodnikowych, w układach scalonych pole
gający na wytworzeniu w płytce krzemowej domieszkowanej warstwy przewodnikowej 
o podwyższonej przewodności uzyskanej poprzez implantację borem, która to warstwa sta
nowi okładzinę wewnętrzną, następnie wygrzewa się tę płytę w temperaturze 1000-11 oooe 
w czasie 10 minut, następnie wytwarza się warstwę silnie zdefektowaną pełniącą funkcję die
lektryka uzyskaną poprzez implantację naturalnej domieszki, korzystnie neonu, a następnie 
wytwarza się warstwę metalu naniesionego na dielektryk, który to metal stanowi okładzinę 
zewnętrzną, a następnie podwójnie implantowaną płytkę krzemową domieszkowaną z wytwo
rzonymi warstwami wygrzewa się, znamienny tym, że wygrzewa się impulsowo podwójnie 
implantowaną płytkę krzemową domieszkowaną (1) z wytworzonymi warstwami (2, 3, 4) 
w temperaturze 700-800oe w czasie od 0,5-1 sekundy, korzystnie 1 sekundę, a następnie pod
daje się wygrzewaniu w czasie od 10-15 minut, korzystnie 15 minut, w temperaturze od 
300-350oe, korzystnie 350oe. 

* * * 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kondensatorów półprzewodnikowych 

w układach scalonych. 
Dotychczas znany jest z polskiego opisu patentowego nr 174 710 sposób wytwarzania 

kondensatorów półprzewodnikowych w układach scalonych polegający na umieszczeniu die
lektryka między okładkami, z których jedna jest domieszkowaną warstwą półprzewodnika, 
a druga jest warstwą metalu naniesionego na dielektryk, w którym implantuje się płytkę krze
mową dawką 10 15_10 16 cm-2 jonami tej samej domieszki jaką była domieszkowana płytka, 
wygrzewa się ją w temperaturze 1000-1 0500 e przez 10-20 minut i implantuje się domieszką 
neutralną: azotem, krzemem lub argonem z energiami dobranymi tak, aby zasięg jonów był 
mniejszy niż wytworzona poprzednio warstwa o podwyższonej przewodności, a następnie 
wygrzewa się płytkę w temperaturze 300-450oe w czasie 10-20 minut. Niedogodnością takich 
kondensatorów jest to, że posiadają znacznie mniejszą pojemność przy .YV)'ższych częstotliwo
ściach, dla f= 1 MHz ich pojemność jednostkowa jest rzędu 0,2 nF/mm2

. 

Istotą wynalazku jest sposób wytwarzania kondensatorów półprzewodnikowych w ukła
dach scalonych polegający na wytworzeniu w płytce krzemowej domieszkowanej warstwy 
półprzewodnikowej o podwyższonej przewodności uzyskanej poprzez implantację borem, 
która to warstwa stanowi okładzinę wewnętrzną, następnie wygrzewa się tę płytę w tempera
turze 1000-11 oooe w czasie 10 minut, następnie wytwarza się warstwę silnie zdefektowaną 
pełniącą funkcję dielektryka uzyskaną, poprzez implantację naturalnej domieszki, korzystnie 
neonu, a następnie wytwarza się warstwę metalu naniesionego na dielektryk, który to metal 
stanowi okładzinę zewnętrzną, a następnie podwójnie implantowaną płytkę krzemową do
mieszkowaną z wytworzonymi warstwami wygrzewa się. Podwójnie implantowaną płytkę 
krzemową domieszkowaną z wytworzonymi warstwami wygrzewa się impulsowo w tempera
turze 700-800oe w czasie od 0,5-1 sekundy, korzystnie 1 sekundę. Następnie poddaje się wy
grzewaniu w czasie od 10-15 minut, korzystnie 15 minut, w temperaturze od 300-350oe, ko
rzystnie 350°C. 

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że pozwala on na poszerzenie częstotliwo
ściowego zakresu pracy kondensatorów półprzewodnikowych. Przy częstotliwości pomiaro
wej l MHz obserwuje się kilkukrotne zwiększenie pojemności jednostkowej w porównaniu 
z kondensatorami bez wygrzewania impulsowego. 

Sposób według wynalazku jest bliżej objaśniony przy pomocy rysunku, w którym fig. l 
przedstawia schemat kondensatora wytworzonego według sposobu, fig. 2 - zależność pojem-
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ności jednostkowej kondensatora od temperatury wygrzewania impulsowego, a fig. 3 - zależ
ności pojemności jednostkowej kondensatorów wykonanych bez i z wygrzewaniem impulso
wym w funkcji częstotliwości pomiarowej. 

Kondensator wykonany według wynalazku posiada płytkę krzemową domieszkowaną l 
wytworzoną warstwę 2 o podwyższonej przewodności uzyskanej poprzez implantację, która 
to warstwa stanowi okładzinę wewnętrzną, warstwę 3 silnie zdefektowaną pełniącą funkcję 
dielektryka oraz warstwę 4 metalu naniesionego na dielektryk, który to metal stanowi okła
dzinę zewnętrzną. 

p r z y kła d. 
Płytki krzemowe domieszkowane borem p = 0,2 Om implantuje się jonami boru o ener

gii 100 keV z dawką 2xl0 ł4 cm-2
, następnie wygrzewa się je w temperaturze 10500 e i uzysku

je się okładzinę wewnętrzną. Ponownie płytkę krzemową domieszkowaną. 1 z ~worzoną 
warstwą 2 implantuje się jonami neonu o energii 100 keV z dawką 2,2xl0P~ cm-2

, i uzyskuje 
się warstwę 3 silnie zdefektowaną pełniącą funkcję dielektryka, a następnie napyla się war
stwą 4 metalizacji stanowiącą okładzinę zewnętrzną. Tak przygotowane próbki poddaje się 
1 - sekundowemu wygrzewaniu impulsowemu w zakresie temperatur od 700 do 800oe, a na
stępnie wygrzewa się izochronicznie do temperatury 3500 e w czasie 15 minut. Maksymalną 
pojemność jednostkową wynoszącą około 1 nF/mm, przy częstotliwości pomiarowej równej 
l KHz uzyskuje się dla temperatury wygrzewania impulsowego 7700 e - fig. 2. Wartość ta jest 
ponad pięciokrotnie większa od pojemności kondensatora wykonanego w analogiczny sposób 
ale bez zastosowania operacji wygrzewania impulsowego - fig. 3. 
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-a- Tj = noOe 
Tj - bez wygrzewania 
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